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摘 要

本論文主要是利用電漿清洗(Plasma cleaner)晶片上的鋁銲墊(Al pad)接點，使得晶片鋁銲墊形成表面潔淨及微量粗糙變化，

來改善在電子構裝中(Ball grid array, BGA)產品的焊接打線(Wire bonding)接點，加強鋁銲墊與金球共晶(eutectic)品質，提升

拉推力值。 亦可降低焊接打線相關參數，超音波輸出功率、時間等參數，進而改善避免造成晶片脆裂(crack)與鋁銲墊接點

本身及矽氧層受損等問題。 由於晶片的封裝I/O腳數有不斷增多的趨勢，所以鋁銲墊必須以更緊密的方式比鄰排列，目前

鋁銲墊的排列大小間距的極限約在45~50μm左右，故打線的封裝在高封裝腳數(1000以上)的應用上有其限制。 本實驗是在

電漿清洗中時加入混合氣體，並改變所進入的氣體流量大小與晶片擺放位置，調整射頻輸出功率與真空設定值等參數，探

討最佳的清洗條件等重要參數。這是電漿清洗處理鋁銲墊的效果，將有意義的改善提升打線的良率，形成良好的接合效果

。
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